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Varianta A
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Raspunsul se marcheaza prin incercuirea uneia dintre literele a, b, ¢, sau d, ale variantelor de raspuns.
Problema 1 (4p)

Se da urmatoarea schema unde capacitatile se considera scurt-circuit la frecventa de lucru (AC) si
intrerupere la frecventa foarte joasa (CC).
g 2R

V2
1. (1p) In expresia lui v, coeficientul sursei 3. (1p) In expresia lui v, coeficientul sursei
E; are valoarea: v, are valoarea:
a.19/2 b.1/3 c.—1 d. 2 a.—5/3 b.2/3 c.10/3 d.3/5
2. (1p) In expresia lui v, coeficientul sursei 4. (1p) In expresia lui v, coeficientul sursei
E, are valoarea: v, are valoarea:

a. —2 b.—6 c.2 d. -3 a.—3/2 b.—-1/2 ¢c.2 d. -3



Problema 2 (5p)

Se da urmatoarea schema de comparator cu Amplificator Operational (AO) in care Vyy = 10V 51V, =

—10V.

10k

YO

1. (1p) Valoarea minima din cele doua
praguri este:

a. —6V b.—0.8V c. -4V d. +4V

2. (1p) Valoarea maxima din cele doua
praguri este:

a. +8V b. +3.2V c. +4V d. -6V

3. (Ip) Daca tensiunea de la generator vy, este
de +8,5V atunci iesirea v, are valoarea:

a. +6V b.+10V  c. 0V d. —10V

Total: P1 4p + P2 5p + Ip oficiu = 10p

-

4. (Ip) Daca tensiunea de la generator v, este
de —8V atunci iesirea v, are valoarea:

a.—10V b. -4V c. +10V d. oV

5. (lp) Tensiunea de la generator v, variaza
de la —5V la —1V. Tensiunea de la iesirea
vV, atunci cand v, ajunge la —1V are
valoarea:

a. +10V  b. +6V c. 0V d.—10V
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Programul de studii (EA/MON/TST):...MON
Raspunsul se marcheaza prin incercuirea uneia dintre literele a, b, ¢, sau d, ale variantelor de
raspuns.
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1. (2p) Care este diferenta principald intre oxidarea termica uscata si cea umeda a siliciului?
a. Oxidarea uscata foloseste azot, iar cea umeda foloseste hidrogen.
Oxidarea uscatd produce un oxid mai dens si calitativ, dar creste mai lent
c. Oxidarea umeda se realizeaza la temperaturi mult mai scazute decat cea uscata.

d. Oxidarea uscata este folositd exclusiv pentru oxizii foarte grosi

2. (1p) Ce rol principal indeplineste hidrogenul introdus In cantitdti mari in reactorul de
epitaxie?
a. Rol exclusiv de agent de racire a peretilor reci ai reactorului.
b. Rol de dopant de tip p pentru pelicula de siliciu.
@Rol de gaz purtitor si de agent in reactiile chimice cu tetraclorura de siliciu.

d. Rol de inhibitor al cristalizarii pentru a obtine siliciu amorf.

3. (Ip) Care este principalul avantaj al implantarii ionice comparativ cu difuzia termica clasica
in tehnologia semiconductorilor?
a. Necesita temperaturi mult mai mari in timpul introducerii ionilor.
feré un control precis asupra dozei de dopant si a profilului de adancime.
c. Elimina complet aparitia defectelor cristaline n placheta.

d. Nu permite patrunderea dopantilor la mai mult de un nanometru adancime.

4. (2p) O pelicula de metal cu lungimea de 200um si latimea de 2pm are rezistenta de 1KCQ.
Care este valoarea rezistentei pe patrat a peliculei
a. Re=20Q/o
b. Re=40Q/o

@RDZIOQ/D

d. Ro=15Q/o



5. (2p) Care dintre urmétoarele aranjamente pentru tranzistoarele A si B respecta principiul

centroid comun:

ABAABA ABBABA
BABBAB b BABAAB
AABABA ABBABB
c. BABBAB d. AAABAB
AABABA ABBABB

6. (Ip) Ce tehnica de layout este utilizatd pentru a anula erorile de matching induse de
gradientii liniari termici de pe suprafata cipului?
a. Plasarea componentelor in colturi opuse ale plachetei.
b. Realizarea unui traseu serpuit asimetric.
c. Orientarea componentelor la un unghi de 45 de grade una fata de cealalta.

Structura de tip Centroid Comun (Common-Centroid).
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